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(57) Abstract: The invention relates to a magnetoresisiive semiconductor element comprising a first contact (1), a second contact 
fN| (3) and a layer (2), which is located between the first and second contact and which consists of a non-magnetic semiconductor, 
^ whereby the first contact (1) is made of a semimagnetic material. Highly paramagnetic maierials, whose electron spins have no 

predominant direction when they are not influenced by an external magnetic field, are used as the semimagnetic material. The 
Tfj influencing exerted by an external magnetic field causes the electrons in the first contact (1) to become spin -polarized. This is effected 

by the application of a voltage for injecting spin-polarized electrons into the non-magnetic semiconductor (2). As a result, merely 

one of the spin channels can be used in the non-magnetic semiconductor in order to transport charge carriers whereby obtaining a 
|^ positive magnetoresisiive effect. 

fS| (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein magnetoresistives Halbleiterelement, umfassend einen ersten Kontakt 1 und ei- 
O nen zweiten Kontakt 3, sowie eine zwischen erstem und zweitem Kontakt angeordnete Schicht 2 eines nicht magnetischen Halbleiters, 

Owobei der erste Kontakt 1 aus einem semimagneuschen Material besteht. Als semimagnetisches Material werden stark paramagne- 
tische 
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Materialien verwendet, deren Elektronenspins ohne eine Wirkung eines auBeren Magnetfeldes keine Vorzugsrichtung aufweisen. 
Unter Einwirkung eines auBeren Magnetfeldes werden die Elektronen im ersten Kontakt I spinpolarisiert. Hierdurch kommt es 
bei Anlegen einer Spannung zur Injektion spinpolarisierter Elektronen in den nichtmagnetischen Halbleiter 2. Dadurch kann im 
nichtmagnetischen Halbleiter nur noch einer der Spinkanale fur den Transport der Ladungstrager verwendet werden, so dass ein 
positiver magnetoresistiver Effekt erhalten wird. 



